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摘 要

在本篇論文中，將先利用3D元件模擬軟體-Davinci，來模擬先進IGBT元件的3D模型架構和分析內部的特性，能更精確地

設計元件的製程參數，達成元件設計的目標。 目前先進的絕緣閘雙極性電晶體，主要是朝向改善功率效能的方向做研究。

然而，元件必須操作在高電流密度與高電壓下，因此，在順向導通條件下，須較低的導通電阻與快速的切換速度，以減少

功率效能的損失。 最後，為了避免ESD(Electrostatic Discharge)效應而導致閘極氧化層的崩潰，於閘極上串接齊納二極體作

為ESD保護電路。 關鍵字：功率效能，導通電阻，切換速度，ESD，齊納二極體。
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